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新製品解説
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128Mbit高機能フラッシュメモリ
High-Speed 128Mbit Flash Memory
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まえがき

フラッシュメモリは電源を切った場合においても記
憶内容が消えないという不揮発特性を有しているた
め，低消費電力の要望が強い小型携帯機器，特に近年
急速に普及した携帯電話の記憶装置などに採用されて
いる。例えば携帯電話はカラー化やカメラ機能の普及
によりプログラム，データ領域ともに搭載容量が増加
しており，最近ではトータルで約256Mビットのメモ
リ容量が必要な機種も登場している。またゲームや動
画などのアプリケーションをストレスなく動かすた
め，高速アクセスのフラッシュメモリが求められてい
る。一方，液晶テレビやセットトップボックスにおい
ても，2004年以降本格的な立ち上がりが見込まれる
地上波ディジタル放送対応により，プログラムや番組
表の格納，画像補正処理などで高速アクセス，大容量
タイプのメモリが求められている。今回これらのニー
ズに応えるべく業界最高速注１のランダムアクセスタ
イム60ns，高速ページモードアクセスタイム20nsを
実 現 し た 128Mビ ッ ト フ ラ ッ シ ュ メ モ リ
（LH28F128BF）を開発したので，概要，および特長を
紹介する（写真１）。
注１：2003年 8月 29日現在 128MビットのNOR型フラッシュ
メモリにおいて（ランダムアクセス時）

１ . 製品概要

LH28F128BFは，最先端の0.13um微細加工技術と2
層ポリシリコン，3層アルミ配線の多層配線プロセス
を用いて開発したNOR型フラッシュメモリである。
高速化／低消費電力化の要望に対し，画像データなど
の連続アドレスのデータを高速に読み出すことができ
るページモード読み出し機能を採用している。ビット
構成は×16，ブロック構成はパラメータブロック4K
ワード×8＋メインブロック32Kワード×255ブロッ
クと当社従来の64Mビット品の上位互換となってい
る。プレーン構成は16Mビット×2プレーン+24Mビッ
ト×4プレーンの6プレーンとなっており，任意のプ

写真１　128Mbit 高機能フラッシュメモリ　LH28F128BF

表１　主な仕様

レーン間で書き換え動作（プログラム又は消去）と読
み出し動作を同時実行（デュアルワーク動作）でき
る。プログラム動作の高速化のため，16ワードのペー
ジバッファを備えている。表１に本製品の仕様概要を
示す。

２ . 製品特長

２・１　業界最高速ランダムアクセスタイム
60ns

携帯電話では一般的に CPUの動作スピードがフ
ラッシュメモリのアクセスタイムより速いため待ち時
間が存在する。ランダムアクセスタイムを60nsに高
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速化することでCPUの待ち時間を削減し，ゲームや
動画などのアプリケーションを高速に実行できる。ま
た，画像データなどアドレスが連続しているデータの
高速出力に適したページモード読み出し機能も搭載し
ている。ページモード読み出し時のアクセスタイムは
20ns（Max）であり，1ページは8ワード構成である。

２・２　6プレーン･デュアルワーク機能
128Mビットのメモリ空間は 16Mビット×2プレー

ン + 24Mビット×4プレーン の 6プレーンに分割さ
れており，任意のプレーン間でデュアルワーク動作が
可能である。これらプレーンごとにデータ格納領域と
プログラム格納領域を自由に設定できるため，ユーザ
にとってソフトウェア管理の最適化が容易となる。

２・３　セキュリティ機能／データ保護
データの書き換えを禁止することができる128ビッ

トのOTPROM領域を内蔵しており，データ保護が必
要なセキュリティ情報などの格納が可能である。デー
タ保護機能は，消去ブロック単位でのブロック･ロッ
ク／ブロック･ロックダウンの設定が可能である。従
来ではチップ単位でしか実行できなかったロック解除
コマンドは，ロック設定と同様に消去ブロック単位で
実行可能となり，より自由度が高く，よりデータ保護
信頼性の高い仕様となっている。

２・４　ページバッファを用いた高速プログラム
機能

プログラム（書き込み）動作の高速化のため，16
ワードのページバッファを内蔵している。連続アドレ
スのデータの場合，ページバッファへのデータロード
をコマンド入力と同等の60ns/ワードで行うことが可
能である。ページバッファからフラッシュメモリセル
への書き込みは，フラッシュ内部で自動的に実行され
るため，システム側のプログラム処理負担が軽減され
る。Vpp=3V時でも7μs/ワードの高速プログラムを

可能にしている。

２・５　携帯機器の小型化に適した8×11mm
のマルチチップパッケージにも対応可能

カラー化／カメラ機能の進展により，携帯電話に搭
載されるメモリは大容量化の一途をたどっている。今
回開発した128Mビットフラッシュメモリは，大容量
RAM （Smartcombo RAM），ローパワーSRAMを積層
したマルチチップパッケージへの対応も可能となって
いる。8×11mmサイズのFBGA（CSP）にも対応して
おり，機器の小型化／軽量化と高機能化を両立させる
ことに貢献する。

３ . 電気的特性

最先端の0.13μm微細加工技術と独自の回路アー
キテクチャーを採用することで2.7Vの低電圧動作時
において，60nsの高速なランダムアクセスを実現し
ている。

むすび

0.13μm微細加工技術，並びに3層アルミ配線プロ
セスを用いた 128Mビット ページモード･デュアル
ワーク･フラッシュメモリの特長と概要を簡単に紹介
した。今後の開発は，ますます高機能化の要望が高ま
る携帯電話をはじめとする各種ネットワーク機器や，
インテリジェンス家電など幅広い市場の要望に応えら
れるように，更なる低電圧化と高速化を追求する。

（２００３年９月３０日受理）
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